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El efecto Hall surge como resultado de la interacción entre corrientes eléctricas y campos magnéticos que 

atraviesan la muestra, un fenómeno que permite caracterizar las propiedades eléctricas fundamentales de los 

materiales conductores y especialmente semiconductores. Dicha interacción resulta en la generación de un 

campo eléctrico perpendicular que da origen a un voltaje transversal. Mediante este efecto se efectúa  la 

identificación del tipo de semiconductor, en tipo n o p. Además, permite  la determinación del número de 

portadores de carga en el material. Midiéndose  la resistividad (ρ), es posible calcular la movilidad (µ) y la 

densidad de los portadores de carga [1,2]. 

La medición de la resistividad juega un papel fundamental en la industria de fabricación de semiconductores y 

dispositivos electrónicos, es esencial para verificar la calidad y uniformidad de los materiales utilizados. 

Mantener una resistividad uniforme es crítico para asegurar un rendimiento coherente de los dispositivos. 

Además, la resistividad está interconectada con otras propiedades materiales tales como la conductividad 

eléctrica, la movilidad de los portadores de carga y la densidad de portadores [3].  

Mediante el uso de un equipo construido íntegramente en nuestro laboratorio [4], se realizaron mediciones 

Hall de muestras de HgxCd1-xTe crecidas sobre un sustrato de CdTe. Dichos crecimientos se realizaron por 

medio de un horno VPE (Vapor Phase Epitaxy). Además se compararon los resultados con los del sustrato. Se 

obtuvieron de las siguientes mediciones:   

 

 

 

Por medio de estos resultados podemos llegar a la conclusión que el crecimiento de la epitaxia de HgCdTe 

modifica las propiedades del material volviéndolo menos resistivo, lo que lleva a que mejore la conducción de 

los materiales. 
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Tipo Material

Sustrato CdTe <100> 297 1,0240 x 10 
13 845,9144 720,6648

Epitaxia nº 1 HgCdTe 297 6,1397 x 10 
16 0,04248 2393,4566

Epitaxia nº 1 HgCdTe 297 4,6506 x 10 
16 0,04248 3159,6823

Epitaxia nº 1 HgCdTe 77 (Nitrógeno) 1,3435 x 10 
17 0,03942 1205,4966

Epitaxia nº 2 HgCdTe 297 1,1985 x 10 
17 0,04692 1110,1895

Epitaxia nº 2 HgCdTe 297 1,7082 x 10 
17 0,04713 1215,2178

Epitaxia nº 2 HgCdTe 77 (Nitrógeno) 1,0704 x 10 
17 0,04241 1075,6152
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